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Résumé de la thése

Durant cette theése nous reporterons la réalisation d'hétérostructures a base d'As permettant la fabrication de
sources lumineuses émettant autour de 1.3 um. Cependant, 1'hétéroépitaxie des semiconducteurs a base d’As
sur un substrat de silicium restent un défi majeur principalement en raison de la différence du parametre de
maille et de la polarité des matériaux. C'est pourquoi, dans le cadre de ce travail, pour minimiser l'impact des
défauts structurels sur les propriétés d'émission des matériaux III-V, nous avons étudié¢ la croissance des
boites quantiques (BQs) InAs / GaAs sur substrat GaAs ainsi que sur substrat Ge / Si nominal (100) dans un
réacteur MOCVD de type industriel de 300 mm. L'optimisation de nos parametres de croissance a conduit a
une densité élevée de BQs (~ 109 cm -2) ainsi qu’une émission de photoluminescence (PL) aux alentours de
1.3 pum. D'autres études de Photoluminescences ont été effectuées dans le but de comparer 1’émission de ces
BQs épitaxiées sur les deux différents substrats.

En tant qu'application, nous nous intéresserons aux photodétecteurs (PD) a base de BQs InAs / GaAs sur
GaAs ainsi que sur des substrats Ge / Si 300 mm (001) fonctionnant autour de 1,3 pm a 300K. Nous
¢tudierons également le mécanisme d'absorption optique utilisant la technique du photocourant. La

comparaison entre les seuils d'absorption et les pics de photoluminescence seront également présentés.

Mots clés : Boites quantiques d’InAs/GaAs, matériaux III-V, silicium, MOCVD.
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